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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月14日(2013.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオードチップ（１）と電気抵抗素子（４）とを含む
発光半導体モジュールであって、
　前記発光ダイオードチップ（１）は、相互に独立に動作可能な少なくとも２つの発光領
域（２ａ，２ｂ）と、それぞれ異なって構成された少なくとも２つの変換素子（３１，３
２）とを有しており、
　各発光領域（２ａ，２ｂ）は、前記発光ダイオードチップ（１）の動作中に１次電磁放
射を形成するために設けられており、かつ、該１次電磁放射の少なくとも一部を前記発光
ダイオードチップ（１）から出力するための発光面（２１，２２）を１つずつ有しており
、
　前記各変換素子（３１，３２）は、前記１次電磁放射の少なくとも一部を吸収して２次
電磁放射を再放出するために設けられており、かつ、それぞれ各発光面の後方に配置され
ており、
　前記電気抵抗素子（４）は、前記少なくとも２つの発光領域（２ａ，２ｂ）のうち少な
くとも１つに対して直列または並列に接続されており、
　前記電気抵抗素子（４）は前記発光ダイオードチップの外表面に被着された層として構
成されており、
　前記層は複数の導電性セクション（４１）を有しており、該複数の導電性セクションの
うち少なくとも１つは、前記電気抵抗素子（４）の抵抗値を調整するために、前記発光ダ
イオードチップ（１）の動作時に前記導電性セクションを通って電流が流れないよう、分
断されている
ことを特徴とする発光半導体モジュール。
【請求項２】
　前記電気抵抗素子（４）は前記発光ダイオードチップ（１）内に集積されている、請求
項１記載の発光半導体モジュール。
【請求項３】
　前記電気抵抗素子（４）は前記発光ダイオードチップ（１）の前記発光面（２１，２２
）の下方に配置されている、請求項１または２記載の発光半導体モジュール。
【請求項４】
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　前記層は、前記発光ダイオードチップ（１）のうち前記発光面（２１，２２）を含む主
表面（１ａ）に配置されている、請求項１から３までのいずれか１項記載の発光半導体モ
ジュール。
【請求項５】
　前記層は、前記発光ダイオードチップ（１）のうち前記発光面（２１，２２）の反対側
に位置する主表面（１ｂ）に配置されている、請求項１から３までのいずれか１項記載の
発光半導体モジュール。
【請求項６】
　前記層は金属から成る、請求項１から５までのいずれか１項記載の発光半導体モジュー
ル。
【請求項７】
　前記層はドープされた半導体材料から成り、前記電気抵抗素子（４）の抵抗値は、前記
導電性セクション（４１）の分断（４２）による調整に加えて、前記ドープにより調整さ
れる、請求項１から５までのいずれか１項記載の発光半導体モジュール。
【請求項８】
　各発光面（２１，２２）の後方に１つずつ変換素子（３１，３２）が配置されており、
前記１次電磁放射と前記２次電磁放射とがそれぞれ混合されて白色混合光が形成される、
請求項１から７までのいずれか１項記載の発光半導体モジュール。
【請求項９】
　前記それぞれ異なって構成された少なくとも２つの変換素子（３１，３２）はそれぞれ
厚さ（Ｄ）が異なる、請求項１から８までのいずれか１項記載の発光半導体モジュール。
【請求項１０】
　前記発光ダイオードチップ（１）の動作中に各発光面（２１，２２）から白色混合光が
放出され、前記少なくとも２つの発光領域（２ａ，２ｂ）の前記白色混合光は色座標およ
び／または色温度および／または輝度の点でそれぞれ異なる、請求項１から９までのいず
れか１項記載の発光半導体モジュール。
【請求項１１】
　少なくとも１つの第１の発光面（２１）は横方向で少なくとも１つの第２の発光面（２
２－２５）によって包囲されている、請求項１から１０までのいずれか１項記載の発光半
導体モジュール。
【請求項１２】
　前記発光ダイオードチップ（１）の前記発光領域（２ａ，２ｂ）のコンタクトを形成す
るための少なくとも１つの導体路（６５）が少なくとも１つの発光面（２１，２２）の下
方に配置されている、請求項１から１１までのいずれか１項記載の発光半導体モジュール
。
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